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vABSTRACT
Indium gallium phosphide (InGaP) nanowires were grown on gallium 
arsenide (GaAs) substrate by using metal-organic chemical vapour deposition 
(MOCVD) via vapour-liquid-solid (VLS) technique. The grown InGaP wires were 
characterized by using scanning electron microscopy (SEM), field emission scanning 
electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM) and energy 
dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The results showed that the growth of the 
InGaP wires depend strongly on the growth temperatures and substrate orientations. 
At low temperature of 380°C, wires grown on GaAs substrates were almost cylinder­
like, while with increasing temperatures ranging from 410-500°C, the reverse- 
tapering phenomenon occurred producing microphone-like InGaP nanowires. With 
increasing temperature from 380-500°C, Au alloy-seed particle or the head part of 
the InGaP nanowires were also observed to be thicker in diameter (85-452 nm) than 
the body part (49.2-224.3 nm), which had been proven by the chemical compositions 
percentage in EDX analysis. Wires grown on GaAs (100) substrate were less than 
number of wires on GaAs (111) B  substrate although wires on both substrates are 
basically grown on random directions. Twin boundaries crystal defects have been 
detected on some of the InGaP nanowires structures from TEM analysis. Such 
defects are not good and should be avoided to prevent further problem when being 
incorporated into potential devices. The crystal structure for all samples of InGaP 
wires is zinc blende (ZB), the lattice spacing (d) of InGaP wires is 3.342A, and the 
lattice parameter (a) is 5.788A.
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ABSTRAK
Wayar nano indium galium fosfida (InGaP) telah ditumbuhkan di atas 
substrat galium arsenida (GaAs) dengan menggunakan pemendapan wap kimia 
logam organik (MOCVD), melalui teknik wap-cecair-pepejal (VLS). Semua wayar 
nano InGaP yang tumbuh telah dikaji menggunakan mikroskop imbasan elektron 
(SEM), mikroskop elektron pengimbas pancaran medan (FE-SEM), mikroskop 
transmisi elektron (TEM) dan spektroskopi sebaran tenaga sinar-X (EDX). 
Keputusan menunjukkan bahawa pertumbuhan wayar InGaP adalah sangat 
bergantung kepada suhu pertumbuhan dan orientasi substrat. Pada suhu yang rendah 
iaitu 380°C, wayar yang tumbuh di atas substrat GaAs adalah hampir menyerupai 
silinder, tetapi dengan kenaikan suhu dengan julat 410-500°C, fenomena ‘tirus- 
terbalik’ berlaku dalam menghasilkan wayar nano InGaP yang menyerupai mikrofon. 
Dengan kenaikan suhu dari 410-500°C juga, artikel benih-aloi emas di bahagian 
kepala wayar InGaP dapat dilihat lebih tebal diameternya (85-452 nm) berbanding 
bahagian badan wayar tersebut (49.2-224.3 nm), di mana hasil ini dapat ditunjukkan 
melalui keputusan peratusan komposisi kimia oleh analisis EDX. Bilangan wayar 
nano yang tumbuh di atas substrat GaAs (100) adalah kurang berbanding bilangan 
wayar nano di atas substrat GaAs (111) B, walaupun wayar di atas kedua-dua 
substrat tumbuh pada arah yang rawak dan tidak tersusun. Kecacatan kristal 
sempadan berkembar pada struktur wayar InGaP dapat dilihat daripada analisis 
TEM. Kecacatan seperti ini adalah tidak baik dan perlu dielakkan bagi membendung 
masalah yang berkemungkinan muncul apabila wayar nano tersebut digunakan bagi 
membina alat yang berpotensi. Struktur kristal bagi semua sampel wayar InGaP 
adalah zink blend (ZB), jarak kekisi (d) bagi wayar InGaP tersebut ialah 3.342A, 
manakala parameter kekisi (a) pula ialah 5.788A.
